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Для диэлектриков, полученных трехстадийным процессом БТО с применением заключительной фо-
тонной обработки в формовочном газе, отмечены рост величины поверхностного потенциала в среднем 
на 300 отн. ед., ликвидация включений на топограммах и повышение равномерности распределения 
потенциала (см. рис. 2, в). За исключением перестройки системы Si – SiO2 и прямого азотирования, 
в образцах, полученных с применением обработки в формовочном газе, будут протекать процессы об-
разования гидроксильных групп в системе диэлектрик – полупроводник и, как следствие, инактивация 
электрически активных центров атомами водорода.

В работе [20] показано, что пассивация поверхностных электрически активных Pb0-центров мо-
лекулярным водородом становится эффективной при температурах > 250 °C. Также установлено, 
что после отжига в атмосфере с добавлением водорода при 900 °С пластин кремния ориентаци-
ей (100) со слоем оксида будет происходить пассивация как дефектов класса Pb, так и других не-
классифицированных дефектов в системе Si – SiO2 [21]. Возможно образование в SiO2 мостикового 
водорода Si — H — Si и гидроксильного E′-центра как на границе раздела Si – SiO2 [21], так и в ок-
сиде [22].

Рис. 2. Топограммы распределения потенциала (в относительных единицах) по поверхности пластин  
с диэлектриком, полученным методом БТО в ходе фотонных обработок длительностью 12 с  

при максимальной температуре 1250 °С: а – двухстадийный процесс в атмосфере О2; 
б, в – трехстадийный процесс с двумя обработками в атмосфере O2  

и третьей обработкой в атмосфере N2 (б ) либо в формовочном газе (в)
Fig. 2. Topograms of the potential distribution (in relative units) over the surface of plates with a dielectric obtained  

by the RTP method by photonic treatments with a duration of 12 s and a maximum temperature of 1250 °С:  
a – two-stage process in an O2 atmosphere; b, c – three-stage process with two treatments  

in an O2 atmosphere, the third treatment in N2 atmosphere (b) or in forming gas (c)


